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図 1のようなクライオスタットの中に試料を設置 して入射角 0(今の場合 C軸と光の












反射 ピーク(173K;単結晶 ),吸収ピーク(125;ガラス板上の真空蒸着膜 ),Al,A2,






この反射スペクトルに見られる主要など-クAl,Blは 分裂 した valencebandから
conductionband-の(又は valencebandから分裂したconductionband-の)transition
によるものと思われる｡これら主要など-クに伴なう微細構造A2,A｡,Blはそれらの励
起子構造であると考えられるo Evansの解釈と同じようにAl,A2 を励起子 seriesのn-
1,2-の遷移によるものと考え,等方的励起子モデルを適用 して有効リュドベルク定














し誘電* 8 -6･05,この場&,A3Fまこのモデルを使って計算されたn- 3準位よりも


















川 原 正 人
AgBr結晶,AgCl結晶は構造的に格子定数以外はまったく同じで,band構造も非常に
類似▲しており,混晶を作るとAg'の配置は変らずハロゲンイオンの位置に不規則にB,-,Cl
が入 り,AgBr結晶とAgCl結晶の中間的結晶を作ることが可能であり,従来この混
晶の物性研究も良く行われてきた｡
今回我々はこの混晶を高密度に励起しその発光を観測したのでその成果を発表する｡
イオン性結晶であるAgBr,AgClをHe温度でそれぞれの bandgap以上のエネル
ギーを持った光で価電子帯の電子を伝導帯に励起すると,電子-LOフォノンの相互作
用が強いため電子及び正孔はつぎっぎとLOを放出し,ナノ秒以下の緩和時間で最低励
起状態に近い熱分布を示す｡純粋AgBr結晶中やは電子及び正孔は一対で水素原子様の
Wannier型の関按自由励起子で存在する状態が一番安定で,発光スペクトルには関接自
由励起子を作る電子一正孔の再結合による発光がみられる｡また励起光の強度を増した
疲合,励起子密度が増大し,励起子一励起子間相互作用が無視し得なくなると,2つの
励起子は水素分子様の励起子分子1)を形成し,自由励起子発光線の長波長側に励起子分子
による発光線が観測される｡純粋 AgClでは光励起により生 じた正孔は自由担体とし
ては存在せずにすぐさま自縄自縛状態となり,その結果発光スペクトルには電子一自縄
自縛正孔対により作られる自縄自縛励起子(STE)の発光線が観測される｡
AgBr･･･AgCl混晶(AgBrl_∬Cl.r)の発光スペクトル(水銀燈励起 )の研究は以前
神前2)らによりなされたが,∬> 0.4では STE発光が主で,∬<0.4では自由励起子発
光が顕著になるが,高密度励起状態の発光スペクトルがどのようになるか,非常に興味
-72-
